PCSI Physique

TD Ecl :NOTIONS DE BASE EN ELECTROCINETIQUE

Applications directes du cours

1. Un fil cylindrique en cuivre de sectios=1,0mnf, est parcouru par un courant continu dintensité
| =1,0A. Dans le cuivre, chaque atome libére en moyennélectron qui participe a la conduction
électrique.

a. Exprimer puis calculer le nombrBl d’électrons de conduction qui traversent une seatiu fil par
unité de temps.
b. Quelle est la valeur du voluméde cuivre contenant ces électrons de conduction ?
c. En déduire leur vitesse moyenne
Données : 1(Cu)=8,95.16 kg.m*® ;M (Cu)=63,6g.mol*; N, =6,02.16° mol' ; e=1,6.10"° C.

2. On considére un fil cylindriqgue en cuivre de diamdt, de longueur et d’extrémités A et B. Dans le
cuivre, en moyenne, un électron est libéré par eto@e fil est soumis a une différence de potentiel
U, =0,2V.

a. Que vaut résistancR du fil ? En déduire l'intensité du courant qui le parcourt.
b. Quel est, par unité de volume de ce fil, le nonthétectrons de conduction ?
¢. En déduire leur vitesse moyenne.

Données : I =20cm; d=0,2mm; y=5,98.1 S.m* ; ;(Cu)=8,95.16 kg.m® ;

M (Cu)=63,6g.mol*; N, =6,02.16° mol* ; e=1,6.10" C.

3. Exprimer l'intensitéi du courant circulant dans le circuit ci-contre.
(1 étape intermédiaire)

4. On considere le circuit série ci-contre. Détermileesens et la valeulg

de l'intensité parcourant le circuit. e R,
Données E=3V ; E,=2V ; E,=1V ; r=52 ; R =152; R, =600 m
e/
1 E]
N
i
5. Soit le réseau linéaire suivant :
Détermineri a travers la résistand® en utilisant la loi des noeuds en Ry N @
terme de potentiels. e
M

6. Le point M est choisi pour potentiel de référenBéterminer le
potentiel électrique du point A en utlisant deuxéthodes
différentes : les lois de Kirchhoff et la loi daseuds en termes dé
potentiels.
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Exercices

7: Conduction électrigue et résistance.(*)
Un morceau de silicium dopé « P », est un morceausilicium pour lequel on a fortement augmenté la
concentration en porteurs de charges mobiles fmgitar injection d'impuretés en cours de fabrimati la
concentration a300Ken porteurs de charge mobiles vay0.16° m? (au lieu del,5.16° n®). Chaque
porteur transporte une charge + e.
Ce morceau de silicium, de diamé2eDmmet de longueut =1,0mm, est traversé par un courant électrique
d’intensité | =50mA. Sa résistivité vaub,0.10°%Q ..

1. Calculer la résistance du morceau de silicium.

2. Calculer la vitesse moyenne des porteurs de charges

3. Calculer la tension appliquée entre les extréndtémorceau de silicium.

A1
Ry ¢

8: Etude d'un réseau linéaire. (**)
Soit le réseau linéaire ci-contre : R R Ra nl
Déterminer i a travers la résistanée en utilisant la loi des

/R

_/

«—

noeuds en terme de potentiels

M

9: Calcul d'intensités (**)
1. En utilisant les lois de Kirchhoff, déterminer témsité du courant CD
Ll E
dans la branche AB du circuit suivant.
2. Retrouver ce résultat en utilisant la loi des noesdistermes de
potentiels.

Ry

10: Calcul d'intensités (***)

1. En utilisant les lois de Kirchhoff, déterminer tamsité des courants
circulant dans les différentes branches du cisuiitant.

2. Retrouver ce résultat en utilisant la loi des nosundermes de potentiels.

Réponses ou éléments de réponse :

M (Cu) N
1. a N:A : N =6,25.16°. b.V:L
e

1V =7,38.10"ni . C.V:L. 1v=17,38.10° m.s'.
SsAt

,u(Cu) Na
2. a R——_: R=0,1060; I, ,E:UAB 1, ., =188A. b.n:M 1 n=28,47.16° m°.
vS R M (Cu)
cv=—H . y_44110° ms. 3i=2-%
wd*ne 2R
4i-ETB"5 i 55010 A, 5i—_ T RB1 6.v,—— RRE
r+R+R, RR+ RR+ RF RR+(R+ §( R+ RB)
701 R:p—I:R:LSQQ. bv=—"— :v=9,95ms'. c.U=RI : U =0,0795V.
S Sne
g:i—_—°r2Rn 9: 1, ,——t .
2(R+R)+R 2(R+1)
10:, _ R(E+E)+(R+R(EBH ., R(E+E)+(R+RI(E+H .
SR R(RER)H(RE R( R B BT R(R+R)+( R+ B( B+ R R
IEQ‘A =1 E B Al E, A+ B
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